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Mesures TC de courant en continu et en impulsionnel

Mesures | ols(Vgs)

Ce papier propose une méthode pour caracteriser des transistors GaN de puissance, en
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de creer un design kit pour l'integration monolithique de circuit GaN/Si

10°
fen (Hz)

%10 C =10pF Vs f

Catacteristiques de transfert pour W=5mm V ds = 3V
100 g I I T T

~ 10
<
P < c
(]
Table sous Low force | 2 :
. - -6 L
i i = pointes ) i 10
Evolution du courant de grille au cours des tests pour Vgs 5V ' BNC LOW Sens _
I I I I I E ,r— \ J
Test 01 | ’_O _BNC | ol
Test 04 | 79 1078 £
] UM 44 (L1 i
Test 05 | . High force :
Test 06 | | BNC : 9 ]
Test 07 ; ‘I'D BNC \High sens] 10-10 [ | | | .
=) HC -2 -1 0 1 2 3
' II<_- S SMU Vs en (V)
LG — =R Cette etape permet une grande dynamique
‘ S —_ g =
A High sens | de courant sans endomager le transistor
“I\a \ngh Force]
10° [Low sens}
0 0.5 1 15 ? )5 3 [LOW force] > «10™ | Caractérlistiques de solrtie continuesIW=5mm | X21.2‘5
V (V) MC —Vgsi-ZV
s 1,08 -] = Vgs =1V 2.16
O it di d t d il test 05 MM: Micro Manipulateur SMU T Vgs =0V
N VOIt Une divergence au courant ae griiie au tes . Cable coaxial 0.96 - -
ce qui est dU a la faible epaisseur d'oxyde sous la —> :Pointes Ll .
grille. Donc, on limite Vgs a 3V pour le reste des - e
tests g <
Protocole de Protocole de mesure ER o
caracterisation et de et de modélisation ;
’ ; s ’ r 7 048 - 096 _©
Concaténation des données mesurees préecedement modelisation statique H——
0.36 - 10.72
Caractéristiques de sortie W=5mm
0.2 T T T T T 0.04 0.24 - 10.48
_Vgs =2V v
0.18 - _Vgs =1V 70036 Branchement du 0127 0.24
Y . .
— gy Er T w
0.16 _VS:1V -10.032 0 I 0
_Vg =2V Branchement du transistor en < ¢ 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
014+ Vgs Ly 10028 suivant le schéma montré i) Mesur_e TC Vds (V)
gs continu
0.12 - 10024 € \ Meis_u::a-1OC il Branchements pour
| E ~ mesure de capacités Caratéristiques de sortie impulsionnelles W=5mm
g ol 1o, 3 Mesure TC Me;:llrseeTC internes 0.2 _Vgs:1|v T T T T 0.04
5 g l Non 1 0181 | Vgs=2V ~0.036
0.081 10016 5 Mesure OC Mesure OC e
i continu 016 10032
0.06 40.012 - Oui
ni - 2)0 Mesure TC ' Mesure C 014r 008
0.04 40.008 - Mesure OC oss
> l prlez 0.12} 40024 €
0.02f 10004 v v ~ £
Mesure OC < <
Mesures TC Concatenation =, 01F 1002 ¢
0 ' 0 i =i+1 de données —° S
. 2 2.5 3 i | “
V. W | ¢ 0.08 0.016 <
ds Non Oui Modélisation
, e . statique 0.06 10012
Ces donneées seront utilisées pour extraire
N N 0.04 -0.008
les paramétres des modéles, sans @
L N ’ , . ‘ot 0.02 -1 0.004
modéliser un courant fort a I'état bloqué TC : Caracteristiques de transfert lqs(Vgs) - o
OC : Caracteristiques de sorties lyg(Vys) C,ss: Capacité de contre réaction | |
n : Nombre de repetition du test TC : Transfer Caracteristics lyg(Vgs) Coss: Capacité de sortie 0 _ , 7 75 30
1010 Mesures de capacitées internes el OC : Output Caracteristics ly5(Vys) Ciss: Cpacité d'entrée Vd V)
s (0SS | ] - = [ 4 1 -
— s | Mesure de capacités de Cette mgsgre offre la pC.)SSIblllt.e d'avoir des
_ — £ calibration caractéristiques de sortie precises sans
N\ 5 endomager le composant
E g Tolerance (Condensateurs)
:
w10 11072 ¥ , . , , . .
$ : Concaténation des données mesurées précédement
¥ $
2
¥

C =10pF mesurée
1.01 Tolerance (Condensateurs)

0-1 3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1 OE)
V. (V)

10-12

ds(

Les mesures de capacitées internes vont
permettre de faire la modélisation
dynamique des transistors
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Ce papier présente un protocole de mesure robuste pour détecter les dégradations des transistors —— L

et obtenir les données nécessaires pour un modele SPICE complet des transistors GaN/Si. |l se | 0 2
concentre particulierement sur la mesure des faibles capacités internes et des courants faibles
(courants sous seuil). La méthode d'identification des parametres utilise des fonctions Matlab pour
produire un modele precis, parametre selon la largeur de canal des transistors.




